
- 1 -

사업실명제

 등록번호
2016-12

담당부서

작성자

차세대반도체연구소

구현철 /02-958-5423/

hckoo@kist.re.kr

사 업 명 차세대 신개념 전자소자 개발

사업개요 

및

추진경과

○ 추진배경 : 세계적 수준의 연구성과 창출을 통해 수월성 

및 기술 리더십 확보  

○ 추진기간 : 2011.1.1 ~ 2017.12.31

○ 사업비 : 1,000백만원/ 년

○ 주요내용

  - 실리콘의 한계를 넘어서는 초고속, 초고밀도 및 실리

콘이 가지지 못하는 기능을 산화물 기반의 반도체 소

재로 구현하는 차세대 나노전자소자 원천기술개발

  - 전하의 이동을 기본으로 하는 기존 반도체 소자에서 

스핀을 동시에 제어함으로 저전력, 고밀도 스핀기반 

논리소자 개발 

○ 추진경과

  - 2011.1.1.~현재 : 신규사업 선정에 따른 과제 수행

  - 2015.1.1. : 차세대반도체연구소 신설에 따라 해당 연구

              내용을 임무에 맞게 조정

사업수행자

(관련자 및

업무분담 내용)
구분 성명 직급 수행기간

담당업무

(업무분담 내용)

연구책임자 구현철
책임

연구원

2011.1

~현재
총괄 

세부과제 

책임자
김진상

책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 서상희
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

○ 최초 입안자 및 최종 결재자

  - 최초 입안자 : 장준연 소장 

  - 최종 결재자 : 문길주 원장 

○ 사업 관련자 

실명제 사업내역서
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담당 현도빈
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 최원준
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 최지원
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 정병기
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 홍석원
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 강종윤
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 김인호
선임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 이수연
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 백경열
선임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 최정혜
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 조강우
선임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 이도권
책임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 김상훈
선임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 백승협
선임

연구원

2011.12

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 김성근
선임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 권범진
선임

연구원

2011.1

~현재

차세대 신개념 전자소자 

기술개발

담당 한석희
책임

연구원

2011.1

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 장준연
책임

연구원

2011.1

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 이현정
선임

연구원

2011.1

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 김형준
책임

연구원

2011.1

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 민병철
책임

연구원

2011.1

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 최경민 연구원
2011.1

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 최준우
선임

연구원

2011.1

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 장차운 연구원
2012.5

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 이기영
선임

연구원

2015.6

~현재
스핀제어정보소자기술

담당 이억재
선임

연구원

2015.8

~현재
스핀제어정보소자기술
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다른기관 또는

민간인 관련자

○ 이중 음이온 기반 복합 나노박막공정연구

   : 홍익대학교 황진하 교수 

추진실적

○ 신호 손실을 최소화한 차세대 전자소자 개발

- 스핀을 제어하기 위해 전자의 충돌 전에 전압으로 스

핀의 방향을 제어하고 이를 전기신호로 전환함. 

- 제어된 스핀의 방향에 따라 스핀의 이동 경로가 결정

되며, 이를 이용하여 전압을 측정

 - 스핀은 자성을 띠어, 기존에는 자장을 가하여 스핀을 

바꾸었으나 주변의 전자마저 바뀌는 단점이 있으므

로, 전자를 손쉽게 제어하기 위해서는 전기 신호를 

이용하여야 하나, 본 연구를 통해  전자이동도가 매

우 좋은 인듐비소(InAs) 채널을 사용하여, 전자간의 

충돌을 최소화시켜 손실을 줄임

(위) 스핀의 방향은 외부전압을 이용하여 회전하는 정도를 조절할 수 있다.
(아래) 스핀의 방향에 따라 스핀의 이동 경로가 결정되며, 이를 이용하여 전압을 
      측정한다.

○ 전자간 충돌로 인한 신호 손실을 없애고 인듐비소 채널

을 사용하여, 반도체 소자개발의 핵심적인 요소인 저전

력화에 새로운 방법을 제시하여, 신호감감소를 최소화

하는데 성공

 

   


